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１．概要（Summary） 

ウエハのマーク計測において赤外により透過して確認

する必要性が高まっている。今回、透過による評価マーク

を東北大学コインランドリーの施設を利用させていただき

作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

両面アライナ露光装置一式 

【実験方法】 

4inch ウエハに Al スパッタを使い膜厚 100 nmの層を

作製した。アライナにてコンタクト露光し、エッチング、レジ

スト除去後にSiO2をCVDにて成膜、これをまたコンタクト

露光し、必要外の SiO2を除去した。逐次膜厚 Check を

行い、膜厚が正しくできているか？マーク幅に乱れがない

か？を確認した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ダイシングしたチップ（マークつき）をFig. 1、SEMを用

いたマーク計測をFig. 2、Fig. 3に示す。マーク形状を計

測した結果、いずれも目標値に対して－10 %程度の誤差

となった。設計マージンとして厚めにマスク設計をしたが、

エッチングの時間が少し長かった可能性がある。 

 

        

 

 

Fig. 3 Mark measurement by SEM. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

Fig. 1 The dicing chip 

with mark. 

 

Fig. 2 SEM image of 

mark. 

 


